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【はじめに】 
ジャイロ、インクジェットヘッド、静電気センサ[1]な
PZT薄膜を用いた様々な圧電MEMSデバイスが
開発されている。我々は前回、ゾルゲル法によ形

成した(100)/(001)配向テトラPZT薄膜に一定以上
の交流電圧を印加することで（wakeup 処理と呼
ぶ）、PZT 薄膜の圧電特性が向上することを報告
した[2,3]。実用上は MPB組成 PZTが広く用いら
れており、舟窪らはベタ膜の場合について圧電特

性の向上を報告している[4]。そこで本研究では、
微細加工まで行った MPB 組成 PZT 薄膜への
wakeup処理の効果について調べた。 
 
【実験】 
仕込み組成が Pb/Zr/Ti=120/52/48 の PZT 溶液
（ PZT-20、高純度化学）を原料溶液として、
Pt/Ti/SiO2/SOI 基板上に膜厚 2.2um 程度の

(100)/(100)配向MPB組成 PZT薄膜を形成した。
上部Pt/Tiをスパッタした後、上部電極をドライエッ
チング、PZT 薄膜をウエットエッチングして、ドット
状に微細加工した。ダブルビームレーザー干渉

計を備えた Axact社製圧電特性（d33）評価装置を

用いて、wakeup処理前後のバタフライ測定、小振
幅測定による圧電特性 d33の変化を調べた。 
 
【結果】 
図 1は 100Vでの wakeup処理前後の強誘電ヒス
テリシス、変位電圧特性である（30V，1kHz 測定）。
交流電圧印加によって圧電定数 d33はプラス電圧

側で 94から 230pm/Vにまで増大した。これよりウ
エットエッチングによってドット状 PZT 薄膜におい
てもwakeup処理が有効であることが明らかになっ
た。図 2は圧電定数 d33の wakeup電圧依存性で
ある。MPB 組成についてもテトラ組成の場合と同
様に一定電圧以上で圧電特性が急激に向上す

ることが明らかになった。 
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Fig. 1. P-E hysteresis and displacement butterfly 
curves of microfabricated MPB PZT thin films 
before and after wakeup at 100 V. Measurement 
conditions are 30 V and 1 kHz.  
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Fig. 2. Remnant polarization 2Pr and piezoelectric 
constant d33 as a function of wakeup voltage.  
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